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１．概要（Summary） 

シリコンをベースとした電子デバイスによる気

相 ・ 液 相 の セ ン シ ン グ の た め に は ， SOI

（Silicon-On-Insulator）基板上での素子作製や，検

出対象物質をデバイス近傍に運ぶためのマイクロ流

路の形成が必要となる．本課題では，SOIトランジス

タによるセンシングに向けて，上記に関わるユニット

プロセスの開発を行った． 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 走査電子顕微鏡 

 多目的ドライエッチング装置 

 高速マスクレス露光装置 

 レーザー露光装置 

 シリコン深掘エッチング装置 

 マスクアライナー 

【実験方法】 

デバイス作製に必要な位置合わせマークを，フォトリソ

グラフィおよびドライエッチング装置を用いて形成し，最適

なエッチングガス種・条件を明らかにした．また，マイクロ

流路形成に必要となる厚膜フォトレジスト（SU-8）の露光・

現像を行い，得られた条件に基づきマイクロ流路の作成

を行った． 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

Fig. 1に示すとおり，CHF3とBoschプロセスによるドラ

イエッチングを併用することにより，Si基板を垂直に深くエ

ッチングすることができ，位置合わせマークのユニットプロ

セスを確立した． 

マイクロ流路については，本課題で確立した厚膜レジ

スト SU-8の露光・現像条件に基づき，本学研究室にてマ

イクロ流路の作製を行った．Fig. 2に，作製したマイクロ流

路に蛍光体を含んだ液体を流した写真を示す．写真から

わかるとおり，漏洩のないマイクロ流路が作製できることを

確認した． 
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Fig. 1: SEM (Scanning Electron 

Microscope) image of CHF3 and Bosch 

RIE (Reactive Ion Etching) pattern on 

SiO2/Si substrate. 

 

Fig. 2: Photograph of fabricated 

microfluidic channel. 


